


Был предложен новый тип термостабильного соединительного 
туннельного диода с промежуточным i-слоем, перспективный для реализации 
высокоэффективных многопереходнь_,х фотопреобразователей. 

На основе проведённого математического моделирования механизмов 
токопрохождения в GaAs/ AlGaAs p-i-n соединительных ТД было установлено, 
что включение тонкого ( 4 nm) i-слоя позволяет увеличить плотность пикового 
туннельного тока соединительного диода. 

Было показано, что наличие тонкого наноразмерного нелегированного i­
GaAs слоя между вырожденными n++GaAs и р++ AlxGa1-xAs областями 
обеспечивает температурную стабильность вольтамперных характеристик 
соединительных туннельных диодов. При температурном отжиге, 
соответствующему режиму роста реальных структур монолитных 
многопереходных фотопреобразов?.'i'елей, в структуре n++ -GaAs:(8Si)/i­
GaAs/p++-Al0.4Gao.6As:(C) туннельных диодов наблюдается рост 
максимального значения плотности туннельного тока. 

Полученные Контрош Е.В. результаты позволят усовершенствовать 
технологию изготовления чипов монолитных многопереходных 
фотопреобразователей, обеспечивающих рост КПД при большей 
интенсивности преобразуемого оптического излучения. 

Результаты работ Контрош Е.В. по теме его диссертации представлены 
в 15 публикациях в рецензируемых российских и международных журналах и 
4 патентах РФ. Контрош Е.В. представил результаты своих работ на 15 
всероссийских и международных ко:аференциях, а также на семинарах в ФТИ 
им. А. Ф. Иоффе в секторе «Теории оптических и электрических явлений в 
полупроводниках» (Н.С. Аверкиева), секторе «Теоретических основ 
микроэлектроники» (Г.Г. Зегри) и в лаборатории «Фотоэлектрических 
преобразователей» ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. 

За время работы в лаб. «Фотоэлектрических преобразователей» 
Контрош Е.В. стал квалифицированным учёным, способным проводить 
эксперименты и самостоятельно решать сложные задачи в области физики 
полупроводников и фотоэлектрических преобразователей. Контрош Е.В. 
достоин присуждения учёной степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 1.3 .11 - «Физика п,_;;rупроводников». 
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